Silizium-NPN-Transistoren BFP 22
mit hohen Sperrspannungen BFP 25

@® Hohe Durchbruchspannung

@® Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
@ Niedrige Kapazitat

@® Komplementire PNP-Typen: BFP 23, BFP 26

TO 92-Kunststoffgehause
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ I Bestellnumnmer | Typ | Bestellnummer

HBFP22 | Q62702-F621 | BFP25 | Q62702-F721
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol BFP22 | BFP25 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 200 300 Vv
Kollektor-Basis-Spannung Veso 200 300 \
Emitter-Basis-Spannung Veso 6 \
Kollektorstrom I 200 mA
Kollektorspitzenstrom Iewm 500 mA
Basisstrom Iy 100 mA
Basisspitzenstrom Iy 200 mA
Gesamtverlustleistung Pt 625 mw
Ta=25°C
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tsto —65...+150 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rinua £200 K/W
Sperrschicht-Gehause Rinsc < 90 K/W
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BFP 22

BFP 25
Kennwerte
bei T, =25°C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Viericeo
I.=1mA BFP 22 200 | — - \

BFP 25 300 | — - \"
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Vigriceo
I.=100 pA BFP 22 200 | — - \'%

BFP 25 300 | — - \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Viereso 6 - - \Y
Kollektor-Basis-Reststrom Iego
Vg =160V BFP 22 - - 100 nA
Vg =250V BFP 25 - - 100 nA
Veg =160V, T,=150°C BFP 22 - - 20 pA
Veg =250V, T,=150°C BFP 25 - - 20 RA
Emitter-Basis-Reststrom Iego - - 100 nA
Veg=4V
Stromverstarkung hee
Io= 1mA; Ve =10V 25 - - -

I =10mA; V. =10 V") . 40 - — -
Io=30mA; Ve =10 V") BFP 22 50 - - -

BFP 25 40 - - -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung’) Veesat P
I.=20mA; [;=2mA BFP 25 — - 0,5 Y

BFP 22 — - 0.4 \'
Basis-Emitter-Sattigungsspannung’) Vaesat - - 0,9 \
I.=20A;I;=2mA
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Transitfrequenz fr — 70 - MHz
Io=20mA, Ve =10V, f=20 MHz
Ausgangskapazitat Cop - 1,5 | — pF
Veg=30V, f=1MHz

1) Pulstest: <300 pus, D<2%
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BFP 22

BFP 25
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BFP 22

BFP 25
Reststrom Igo =1 (T) Stromverstérkung hee = f ()
Vog =160V, 250 V Vce=10V, T, =25°C
1”06 BFP 22.25 i 5 e BFP22.25 6
5
b/
(;50103 max. ¥ hee
| 2 10
5
10° \
\
— 5
4
7 \
10 A typ. | ‘
10’ :
1/ i
100 / S +
7/
% ?
104 10
0 S0 100 150 °C 107 100 10 102 103 mA
—_— K ——— IE

Transitfrequenz f; = f (1)
Veg =10V, f=20 MHz

MHz

BFP 22.25 7
10°

10'

10° 5 10’ 5 10? 5 10’ mA

— I

129



Silizium-PNP-Transistoren BFP 23
mit hohen Sperrspannungen BFP 26

@ Hohe Durchbruchspannung

@® Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
® Niedrige Kapazitat

® Komplementire NPN-Typen: BFP 22, BFP 25

TO 92-Kunststoffgehause
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ | Bestellnummer | Typ | Bestellnummer

BBFP23 | Q62702-F622 | BFP26 | Q62702-F722
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol BFP 23 ’ BFP 26 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 200 300 \Y
Kollektor-Basis-Spannung Vego 200 300 \Y
Emitter-Basis-Spannung Veso 6 \Y
Kollektorstrom I, 200 mA
Kollektorspitzenstrom Ien 500 mA
Basisstrom Iy 100 mA
Basisspitzenstrom Iy 200 mA
Gesamtverlustleistung Pt 625 mw
Ta=25°C
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rinsa £200 K/W
Sperrschicht-Gehause Rinsc < 90 K/wW
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BFP 23

BFP 26
Kennwerte
bei T, =25 °C, wenn njcht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Visriceo
I.=1mA BFP 23 200 | — - \

BFP 26 300 | — - Vv
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Vigriceo
I.=100 pA BFP 23 200 | — - \Y

BFP 26 300 | — - \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vier)EBO 6 - - \

I =100 pA

Kollektor-Basis-Reststrom Ieso

Vg =160V BFP 23 - - 100 nA
Vg =250V BFP 26 - - 100 nA
Veg =160V, T,=150°C BFP 23 - - 20 LA
Ve =250V, T,=150°C BFP 26 - - 20 pA
Emitter-Basis-Reststrom Icpo - - 100 nA
VEB =3V

Stromverstéarkung hee

I.= 1mA; Vee=10V 25 - - -
IC=10mA; VCE=10V1) , 40 - - -
I =30 mA; Ve =10V") BFP 23 50 - - -

BFP 26 40 - - -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung') Vigsat .
I =20mA; [;=2mA BFP23 - — 0,4 \

BFP26 - - 0,5 \
Basis-Emitter-Sattigungsspannung’) Veksat - - 0.9 Vv
I.=20A;I;=2mA
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Transitfrequenz r - 70 | — MHz
Io=20mA, Ve =10V, f=20 MHz
Ausgangskapazitét Cob - 15 | — pF
Veg=30V,f=1MHz

1) Pulstest: <300 ps, D<2%

131



BFP 23
BFP 26

Gesamtverlustieistung P, = f (Ty)
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BFP 23
BFP 26
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SIEMENS —

NPN Silicon RF Transistor

* For low-noise amplifiers up to 2GHz
at collector currents from 0.5 mA to 20 mA. 3

1 wsesims
ESD: Electrostatic discharge sensitive device, observe handling precautio_nl
Type Marking |Ordering Code Pin Configuration " |Package
BFP81  |FAs  |Q62702-F1611 1=C [2=E [3=B [4=E [SOT-143
Maximum Ratings
Parameter Symbol Values Unit
Collector-emitter voltage Vceo 16 v
Collector-emitter voltage Vces 25
Collector-base voltage Veeo 25
Emitter-base voltage VEBO -2
Collector current ' Ic 30 mA
Base current Is 4
Total power dissipation Piot mw
Ts<73°C 280
Junction temperature Tj 150 °C
Ambient temperature Ta -65...+150
Storage temperature Tstg -65...+150
Thermal Resistance
Junction - soldering point 1) IRWS I <275 KW

1) Ty is measured on the collector lead at the soldering point to the pcb.

Semiconductor Group 1420 1998-11-01



Silizium-NPN-HF-Transistor

BFQ 17 P

@ Fir VHF-Breitbandverstarker-Endstufen

-

Typ | Stempel

Schiittgut-Bestell-Nr.

| 12-mm-Gurt-Bestell-Nr. | Gehéuse

BFQ17P | FA Q62702-F836 | Q62702-F983 | soT89
Grenzwerte

Bezeichnung Symbol | Wert Einheit

Kollektor-Emitter-

Spannung Vceo 25 \

Kollektor-Basis-

Spannung Veeo 40 \

Kollektor-Emitter-

Spannung Vcer 40 \"

RBe <50 Q

Emitter-Basis-Spannung VeBo 2 \

Kollektorstrom Ic 150 mA

Kollektorspitzenstrom Icm 300 mA

f>1MHz

Gesamtverlustleistung Pot 1 w

Ta<25°C i
Sperrschichttemperatur T 150 °C

Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C

Warmewiderstand Rthia <125 K/W

Sperrschicht-Umgebung
bei Montage auf Al,O,-
Keramiksubstrat

15 mm x 16,7 mm x 0,7 mm
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BFQ 17 P

Kennwerte

bei 7Ta = 25°C, wenn nicht anders angegeben

Statische Kennwerte Symbol min typ max Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung | Vgrjceo | 25 - - \"
Ic=10mA, Vg =0

Kollektor-Basis-Reststrom IcBo

Vee=20V, Ig <=0 - - 100 nA
Ve =20V, Ie =0, Ta= 125°C - - 20 nA
Emitter-Basis-Reststrom Iego - - 100 nA
Vee=1V, Ic=0

Stromverstarkung hee

Ic= 50mA, V=5V 25 - - -
Ic=150mA, Vce=5V 25 - - -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Vcesat - 0,2 0,5 \
Ic=100mA, Ig = 10 mA

Dynamische Kennwerte Symbol min typ max Einheit
Transitfrequenz fr

Ic= 70mA, Vce =5V, f= 200 MHz - 1,4 - GHz
Ic =150 mA, Vce =5V, f= 200 MHz - 1,2 - GHz
Ausgangskapazitat Cob - - 4 pF
Ve =15V, f=1MHz, I[e=ie =0

Kollektor-Basis-Kapazitat Ceb - 19 - pF
Vee =10V, Vge =0, f= 1 MHz

Ausgangsspannung Vo1 = Vo2 | - 480 - mV
(2-Sender-Methode)

dim=60dB, Ic =60 mA, Vce =15V,

Rs=RL=50Q, f{ =206 MHz,

f2 =210 MHz

330



BFQ17P

Gesamtverlustleistung Pior = 7(7a)
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Silizium-NPN-HF-Transistor BFQ19P
® FuUr VHF- und UHF-Breitbandverstarker-Endstufen
bis 1 GHz .
¢ £
C
B
Typ | Stempel | Schiittgut-Bestell-Nr. | 12-mm-Gurt-Bestell-Nr. | Gehéuse
BBFQ19P | FE | Qe2702-F897 | @62702-F1060 | soT89
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol | Wert Einheit
Koliektor-Emitter-
Spannung Veeo 15 \"
Kollektor-Basis-
Spannung Vceo 20 \
Emitter-Basis-Spannung VEBo e \"
Kollektorstrom Ic 75 mA
Kollektorspitzenstrom Icm 150 mA
f=1MHz
Gesamtverlustleistung P1ot 1 w
Ta=25°C
Sperrschichttemperatur Tj 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Warmewiderstand Rthia <125 K/W
Sperrschicht-Umgebung
bei Montage auf Al,O,-
Keramiksubstrat
15 mm x 16,7 mm x 0,7 mm

B Schwerpunkttyp
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BFQ19P

Kennwerte

bei Ta = 25°C, wenn aicht anders angegeben

Statische Kennwerte

Symbol

min

typ

max

Einheit

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic=1mA, Ig=0

V(8R) ce0

15

\

Kollektor-Basis-Reststrom
Ve =10V, Ig =0

Iceo

100

nA

Stromverstarkung
Ic=50mA, Vce =10V

hre

25

70

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Ic=75mA, Ig=75mA

VcEsat

0.2

05

Dynamische Kennwerte

Symbol

min

typ

max

Einheit

Transitfrequenz
Ic =50mA, Vce =10V, f= 200 MHz
Ic=75mA, Vce =10V, f= 200 MHz

fr

44

4,8
5,1

GHz
GHz

Ausgangskapazitat
Ve =10V, f=1MHz, Je=ie =0

1,5

pF

Kollektor-Basis-Kapazitat
Ves=10V, Ve =0, f=1MHz -

1,1

pF

Leistungsverstarkung
Ic=70mA, Vce = 10V, f= 800 MHz

11,6

dB

Rauschzahl
Ic =50 mA, Vce =10V, f= 800 MHz
Rs opt

3.8

dB

Ausgangsspannung
(2-Sender-Methode)

f; = 806 MHz, f, = 810 MHz,
dim=60dB, Ic=70mA, Ve =10V
Rs=RL=50Q

Vo1 = Vo2

500

mV
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BFQ19P

Gesamtverlustleistung Piot = f(7a)
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Silizium-NPN-HF-Transistor BFQ19S

@ Fir Breitbandverstéarker-Endstufen bis 1,5 GHz
@ Fir rauscharme Vor- und Treiberstufen mit hoher

Aussteuerfahigkeit C 3
C
B
Typ | Stempel | Schiittgut-Bestell-Nr. | 12-mm-Gurt-Bestell-Nr. | Gehéuse
BFQ19S | FG | Q62702-F1087 | Q62702-F1088 | soT89
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol | Wert | Einheit
Kollektor-Emitter-
Spannung Vceo 15 \Y%
Kollektor-Basis- Q
Spannung Veso 20 0
Emitter-Basis-Spannung Veso 3
Kollektorstrom Ic 75 mA
Kollektorspitzenstrom Icm 150 mA
f=1MHz
Gesamtverlustleistung Ptot 1 0 w
Ta=25°C , . O)
Sperrschichttemperatur Ti 150 Q °C
Lagertemperatur Tstg —65..; ‘?O °C
L]
Warmewiderstand Ruwa | < 12i~ K/W .
Sperrschicht-Umgebung o
bei Montage auf Al,Os- ;
Keramiksubstrat
15 mm x 16,7 mm x 0,7 mm
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BFQ19S

Kennwerte

bei Ta = 25°C, wenn nicht anders angegeben

Statische Kennwerte Symbol min typ max Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung | V(grjceo | 15 - - \
Ic=1mA, Ig=0

Kollektor-Basis-Reststrom Icro - - 100 nA
Ves=10V, Ig=0

Stromverstarkung hee 25 - - -
Ic=50mA, Vce =10V

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung VcEsat - 0,2 0,5 \
Ic=75mA, Ig =75mA

Dynamische Kennwerte Symbol min typ max Einheit
Transitfrequenz fr - 5,1 - GHz
Ic =70mA, Vce = 10V, f= 200 MHz

Ausgangskapagzitat Cob - 1,5 - pF
Vee =10V, f=1MHz, I =0,/ =0

Kollektor-Basis-Kapazitat Ccb - 1 - pF
Vee=10V, VBe =0, f=1 MHz

Leistungsverstarkung Gp - 11,8 - dB
Ic=70mA, Vce =10V, f= 800 MHz

Rauschzahl F - 2,8 - dB
Ic =50 mA, Vce = 10V, f= 800 MHz

RS opt

Ausgangsspannung Vo1 = Voz| - 520 - mV
(2-Sender-Methode)

fi = 806 MHz, f, = 810 MHz, ‘

dim=60dB, Ic=70mA, Vce =10V

Rs=RL=50Q
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BFQ19S

Gesamtverlustleistung Piot = £ (7a)

W

12

-

04

0,2

150 °C

100

Stromverstirkung hre = f(I¢)
Vce=5V

100

>
B
m

Kollektorstrom /. = f(Vge)
Vece=5V

40

|
i
|
T
10°
]
] |
5 1
:’
0’ l
0 02 0.4 06 08 10V
— Y
Transitfrequenz fr = f(I¢)
Vee = 10V, f= 200 MHz
GHz
6
fi
5 ~
™
\ /
. /,/
3 /
il
1
0
0 20 40 60 80
—_— I(

100 mA

337



C b

BFQ 198

Kollektor-Basis-Kapazitat Ccp = 7(Vcs)
f=1MHz, Vge =0
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Silizium-NPN-HF-Transistor BFQ29 P

@ Fur rauscharme ZF- und Breitbandverstarker

bis 1 GHz

Typ | Stempel | Schiittgut-Bestell-Nr. | 8-mm-Gurt-Bestell-Nr. | Gehéuse
HBFQ29P | KC | Q62702-F838 | Q62702-F659 | soT23

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol | Wert Einheit

Kollektor-Emitter-

Spannung Vceo 15 \

Kollektor-Basis-

Spannung Veeo 20 \

Emitter-Basis-Spannung VeBo 3 \

Kollektorstrom Ic 30 mA

Basisstrom Is 4 mA

Gesamtverlustieistung Prot 280 mw

Ta=25°C

Sperrschichttemperatur T . 150 °C

Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C

Warmewiderstand Rtnia < 450 K/W

Sperrschicht-Umgebung

bei Montage auf Al,Os-

Keramiksubstrat

15 mm x 16,7 mm x 0,7 mm

B Schwerpunkttyp
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BFQ 29 P

Kennwerte

bei Ta = 25°C, wenn nicht anders angegeben

Statische Kennwerte

Symbol

min

typ

max

Einheit

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Ic=1mA, Ig=0

V(8R) ceo

15

\

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Ic=10pA, Ie=0

V(BR) cBO

20

v

Kollektor-Basis-Reststrom
Ve =10V, Ig=0

Iceo

50

nA

Stromverstéarkung
Ic= 3mA, Vce=6V
Ic=10mA, Vce =6V

hee

50
50

140

250

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Ic=20mA, Ig = 1mA

VcEsat

0,1

04

Dynamische Kennwerte

Symbol

min

typ

max

Einheit

Transitfrequenz
Ic=20mA, Vce =6V, f= 200 MHz

fr

36

GHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Ves =10V, Ve =0, f=1MHz

Ceb

0,5

0,65

pF

Kollektor-Emitter-Kapazitat
Vce=10V, Vege =0, f=1MHz

0,28

pF

Rauschzahi

Ic=3mA, Vce =6V, f= 10 MHz,
Rs=75Q

Ic=4mA, Vce =6V, f= 800 MHz,
Rs=50Q

0.9

1.8

1.2

dB

dB

Lineare Ausgangsspannung
(2-Sender-MeBmethode)

f1 =806 MHz, f> =810 MHz,
dim =60dB, Ic =20 mA,
Vce=6V,ARs=ARL=50Q

Vo1= Vo2

180

mV
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BFQ 29 P

S-Parameter in Emitterschaltung

Z=50Q -
Vee|Ic | f 811 s12 s21 S22
V |mA| GHz| /S11/ 0] 1812/ 0] /821/ () 1822/ | o
6 2 |01 0,93 - 20 0,03 76 6,76 158 0,97 -7
0.2 0,86 — 45 0,06 65 6,42 144 0.89 —-17
0,3 0,79 - 82 0,08 57 5,16 133 0,85 —23
0,5 0,66 - 93 0,11 47 4,19 13 0,73 —-29
08 0,50 -129 0,11 41 2,99 92 0,62 —-33
1,0 0,47 — 147 0,12 41 248 82 0,59 —35
12 0,45 —161 0,13 42 21 74 0,57 -37
15 0,43 179 0,14 47 1,78 63 0,55 —40
1,8 0,45 159 0,16 52 1,51 54 0,54 —46
20 0,46 149 0,17 56 1,42 48 0,562 —48
5 |01 0,80 -3 0,03 72 13,96 147 0,89 —-13
0.2 0,69 — 66 0,05 60 11,55 129 0,76 —28
0,3 0,57 — 84 0,06 55 8,56 119 0,68 —-31
0,5 0,46 -118 0,08 53 6,06 102 0,54 —-34
08 0,35 —152 0,10 55 4,00 85 0,46 —33
1,0 0,34 —167 0,12 57 3,25 77 0,45 —-35
1,2 0,34 —180 0,13 58 2,74 71 0,43 —36
15 0,34 164 0,16 59 2,28 61 0,42 -39
18 0,36 148 0,19 60 1,94 54 0,41 —44
2,0 0,37 139 0,20 60 1,80 49 0,39 —44
10 | 0,1 0,65 — 46 0,03 69 20,65 135 0,79 —18
0,2 0,53 — 87 0,04 58 14,88 117 0,61 —-32
03 0,42 —104 0,05 59 10,41 108 0,54 -33
05 0,35 —137 0,07 61 6,92 94 0,43 -33
08 0,29 —169 0,10 63 4,47 80 0,39 —-30
1,0 0,30 179 0,12 65 3,59 74 0,38 —-32
12 0,30 169 0,14 64 3,04 69 0,36 —34
15 0,30 155 0,17 63 2,50 60 0,36 —36
1.8 0,33 141 0,20 62 2,11 53 0.35 —41
2,0 0,35 133 0,22 62 1,97 49 0,33 —42
20 | 01 0,47 — 64 0,02 67 25,26 126 0,69 -21
0.2 0,40 —108 0,03 62 16,60 109 0,50 —-32
0,3 0,33 —125 0,04 65 11,22 102 0,46 —-30
05 0,31 —-154 0,06 68 7,16 89 0,39 —28
08 0,28 178 0,09 68 4,57 77 0,36 —26
1,0 0,29 169 0,12 69 3,65 72 0,36 —28
1,2 0,30 161 0,14 68 3,09 67 0,35 —-30
15 0,30 148 0,17 66 2,54 59 0,34 —33
1,8 0,33 135 0,21 64 2,15 52 0,34 -39
2,0 0,35 128 0,22 63 2,00 48 0,32 -39
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